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典型特性曲线 
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典型特性曲线（续） 

图9-1. 最大安全工作区域(SVF7N65F)
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图7. 击穿电压vs.温度特性
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图8. 导通电阻vs.温度特性
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图9-3. 最大安全工作区域(SVF7N65S)
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图9-2. 最大安全工作区域(SVF7N65T)

漏
极

电
流

 -
 I

D
(A

)

漏源电压 - VDS(V)

此区域工作受限于
RDS(ON)

注：TC=25°C

漏
极

电
流

 -
 I

D
(A

)

壳温 – TC(°C)

图 10. 最大漏极电流vs. 壳温
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典型测试电路 
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封装外形图 

TO-220-3L 单位：毫米 

 

TO-220F-3L 单位：毫米 
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修改记录： 

1. 修改“封装外形图” 

版    本： 1.7     

修改记录： 

1. 增加 TO-263-2L 封装 

版    本： 1.6     

修改记录： 

1. 增加 TO-262-3L 封装 

版    本： 1.5     

修改记录： 

1. 修改 Trr 和 Qrr 的值；修改图 1 

版    本： 1.4     

修改记录： 

1. 增加 SVF7N65F 的无卤信息 

版    本： 1.3     

修改记录： 

1. 修改“电性参数”、电容特性曲线 

版    本： 1.2     

修改记录： 

1. 修改“封装外形图” 

版    本： 1.1     

修改记录： 

1. 修改“极限参数”、“电性参数” 

版    本： 1.0     

修改记录： 

1. 正式版本发布 
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